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15.･Si(1-00トCu系のIJEED-･AESによる観察
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半群 体 表 面 上の 貴 金 属 は さ まざ まな 研 究が な され て い る. 典 型 的 な 例 と して は S i (1 I1),

Si (100)面 上 の A u, A gが有 り､ 遺 圭 よ り非 常 に多 く研 究が 行 な われ て きた｡ しか しS i

表 面 上 の Cuにつ い て は最 近 研 究が な され始 め たば か りであ る｡ この 系 の 特轍 と して は S i表 面 上

で S iとCuが interJiliRgす る こ とが AESスペ ク トル の splitingよ り報 告 され て い る｡

ま た S i (1 1 1) TP u系 で は熱 処 理 に よ っ て表 面 超構 造 が 出現 す るが S i (100)-Cu

系 で は室 温 を 除 き表 面 起 捕 道 は 出現 しな い とさ れ て い た｡

今 回 我 々は､ S i (100)2× 1汚沖 表 面 に C uを基板 温 度 を安 化 させ蒸 着 し､ 煮 着 後 その 基

板 温 度 か ら急 冷 した場 合､ 基 板 海 度 と急 冷 後 の 室 漣 で の C uの吸 着量 に よ って さ まざ まな 不 整 合 屑

を 持 っ た表 面 超 構 造 が 出 現 す る こ とを LEED光学 系. CM Aエ ネル ギ ー分析 器 を用 い瀦 定 した｡

図 1に 時､ S i (10 0 ) 2 X l清 浄表 面 に基 板 温 度 3 0 0oCで C uを蒸 着 し急 冷 後 室 泡 で 放 棄

した LEED健 で あ る｡ こ の 場 合 の 蒸 着 卓を S iオ ージ ェピ ーク比で 見積 ると 1M Lで47り､ ま た

オ ージ ェ ピ ー ク比 P (C uM 2,3VV)/ P (S iLVV )で 11%で あ る. LEED健 は 2×2

を 基 本 と して お り､ こ れ を 横 式 的 に表 わ した ものが 図 2であ る｡ スッポ トの周 期 はSiの ユ ニ ッ ト

とは まっ た く独 立 して お り不 整 合 層 の 形成 と考 え られ る｡ ま た基 板海 度 3 00●Cで前 述 と同 じ時 間

C uを蒸 着 しその 後 1分 糊 基 板 狙 度 3 00●Cに保 ち急 冷 した場 合ー 表 面超 補 遺 は出現 しな か っ た｡

同 時 に SiLVVオ ージ ェ スペ ク トルの 2回 微 分 を室 温蒸 着, 300'C蒸 着 の それ ぞ れ で親 祭､

そ の 電 子 状 愚 の変 化 を LEED,A ESの デ ータ と対応 させ 熱 処 理 に よ っ て Si表 面 上 で どの 様 な

現 象 が 起 こ っ て い るの か解 析 した.

図 1. LEED傭 (Ep:60ey)
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図･2.LE冗Dの
健模式図


